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 本研究では,	
 原始惑星系円盤におけるフォルステライト	
 (Fo:	
 Mg2SiO4)	
 の蒸発と凝縮の

メカニズムと反応速度を明らかにするために,	
 H2-Mg2SiO4	
 系および	
 H2-CO2-Mg2SiO4	
 系の速度

論的反応実験をおこなった.	
 H2-Mg2SiO4	
 系の実験では,	
 蒸発反応を	
 H	
 原子が,	
 凝縮反応を	
 

OH	
 分子が制御していることがわかった.	
 H2-CO2-Mg2SiO4	
 系の実験では,	
 酸素が多いほど蒸発

速度は減少した.	
 その原因として	
 3	
 つの可能性を検討した.	
 (1)	
 Fo	
 蒸気分子の	
 intrinsic	
 

(内的)	
 凝縮の可能性.	
 (2)	
 反応容器表面の効果としての気相中の	
 H	
 原子の枯渇.	
 (3)	
 Fo	
 表

面上での	
 H	
 原子と	
 OH	
 分子の反応の可能性.	
 検討の結果,	
 第	
 2	
 の可能性は否定された.	
 残

った第	
 1 と第	
 3	
 の可能性はどちらも	
 Fo	
 表面上での反応機作に関わる.	
 いずれも Fo	
 表面上

に吸着する	
 OH	
 分子が主体であり,	
 第	
 1	
 の可能性では凝縮速度のみを制御し,	
 第	
 3	
 の可能

性では蒸発と凝縮の両プロセスを制御する.	
 いずれも混合ガス中に大量に存在する	
 H2O	
 分子

の	
 Fo	
 表面への解離吸着が根本的要素と考えられる.	
 今回の	
 H2-CO2-Mg2SiO4	
 系の実験のよう

に過剰の	
 OH	
 が系に存在する場合,	
 気相中の	
 SiO	
 分子の	
 Fo	
 表面への衝突率が凝縮速度の

可能な最大値を与える.	
 

 


